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Resumen

Se crecieron peliculas epitaxides del compuesto
semiconductor GalnAsSb por la técnica de Epitaxia en Fase
Liquida a una temperatura de 525 °C, agregando peguefias
cantidades de Sh,Te; conseguimos impurificar las peliculas
con una concentracion de electrones en el rango de 3x10™ a
6x10"® cm?® Las peliculas fueron caracterizadas por
Fotorreflectancia en infrarrojo (FRIR) en funcién de la
temperatura. Los espectros de FRIR muestran que la alta
impurificacion con Te genera un corrimiento de la energia
de banda prohibida a valores mayores. Del gjuste a modelo
de tercera derivada de Aspnes encontramos que la energia
de banda prohibida a 20 °K varia de 639 meV para bajas
concentraciones hasta 683 meV para altas concentraciones
de electrones. Este corrimiento se explica como un efecto
del tipo Moss-Burstein.

Introduccién

Las aleaciones de GalnAsSb tienen una energia de banda
prohibida entre 1.7 a 4.3 micras y pueden ser crecidas
acopladas a sustratos de GaSh.

Crecimos peliculas de Gag gyl No.18AS0.13Sh0e7 impurificadas
con Telurio, la concentracion de portadores en el rango de
10" a10% cm®.

Usamos la técnica de Fotorreflectancia en infrarrojo (FRIR)
para caracterizar las peliculas de GalnAsSh en funcién de la
temperatura y a diferentes concentraciones.

Procedimiento Experimental

Las peliculas fueron crecidas por Epitaxia en Fase Liquida
(LPE) en un horno de tres zonas las aleaciones cuaternarias
fueron crecidas a 530 °C acoplados a sustratos (100) de
GaSb de alta resigtividad. La impurificacion de Te fue
realizada en dos formas diferentes. Para bajo concentracion
de portadores, pequefias cantidades de GaSh dopado con Te
fueron agregados a la solucién precursora. Para obtener
altas concentraciones fracciones de Sb,Te; se adicionaron a
la solucion de crecimiento.

Para la caracterizacion de FRIR las muestras se colocaron
en € interior de un criostato en e cua variamos la
temperatura en un intervalo de 20 a 300 °K. Para € haz de
prueba utilizamos una lampara de tungsteno - hal6geno de
250 W de potencia. Con un monocromador generamos
radiacion monocromética, la cual fue focalizada sobre la

superficie de la muestra. El haz de bombeo fue el haz de un
laser He-Ne (2mW) recortado a 208 Hz. La luz reflgjada se
colecto en un fotodetector de InSh. Los niveles de voltgje
AC y DC fueron recibidos por un amplificador Lock-In.
Estas sefidles se registran en una PC, en un programa de
ambiente grafico de LabView.

Resultadosy Analisis

Tabla 1. Resumen de las muestras de GalnAsSb y la fraccion
molar de Sb,Te;.

Resumen de las muestras de GalnAsSb y la fraccion molar de Sbh,Tes
adicionadas a cada una

Muestra
CE-105
CE-102
CE-103
CE-108
CE-117

Fraccion molar de Sh,Tes
1.63x10°
6.12 x10°
13.05 x10°
25.70 x10°
15.09 x10°
CE-118 18.76 x10°
CE-119 23.25 x10°
Todas las muestras fueron crecidas a 530 °C sobre monocristales de GaSh:Te

En la grafica 1 se muestran los espectros de FRIR tomados
a 20 K, en donde podemos observar € corrimiento a
energias mayores cuando se incrementan la concentracién
de portadores.

Grafica 1. Espectrosde FRIR realizadas atres muestras.
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Grafica 2. Banda de Energia en Funcidn de los portadores libres.
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En la grafica 2 observamos la banda de energia en funcion
de la concentracion de electrones libres para InGaAsSh. La
curva muestra el comportamiento parab6lico y no
parabdlico cuyo célculo estd basado en el efecto Moss-
Burstein. ElI comportamiento no parabolico se presenta
cuando al incrementar la concentracidon de electrones libres,
la banda de conduccion se llena como se muestra
esquematicamente en el inserto.

El modelo de Kane nos da una expresion analitica de la
dispersion de la banda de conduccién:

R 'l‘{ f [
Hi'{'b"-}- H‘g—"" m'i"il'& Hg—"i"d'\ﬁ}.m— H‘E)

Donde Eg = 0.638 eV es la energia de gap intrenseca, mq es
la masa del electron y Ep es el parametro asociado a la
energia de interaccion, en nuestro caso Ep = 10 eV.

Conclusiones

Peliculas epitaxiales de GalnAsSb fueron crecidas por LPE
sobre sustratos de GaSb.

Se obtuvieron peliculas tipo n impurificando con Telurio en
el rango de alto y bajo dopaje.

La energia de banda prohibida se caracterizo con FRIR a
diferentes temperaturas.

Uasando el modelo teorico de Kane se logro explicar el
corrimiento de la banda de energia en funcion de la
impurificacion de las peliculas.

Agradecimientos

Agradecemos al Programa Institucional de Formacién de
Investigadores (PIFI) y a la Secretaria de Investigacion,
Posgrado (SIP), al CONACYT, al CINVESTAV vy al
Instituto de Ciencia y Tecnologia del D.F.(ICyTDF)por su
apoyo a este trabajo.

Referencias

[1] R.N. Bhattachatrya et al. Physical Review b 37 (8) 4044
(1988)

[2] Aspnes, D.E. Handbook of semiconductors: Modulation
Spectroscopy/Electric Fiel Effects on the Dielectric Function of
Semiconductors, vol. 2, editorial T.S. Moss, Elsevier (New York,
1980), pg. 110

[3] Aspnes, D. A. B. Phys. Rev. B7, 4605 (1973)

[4] E.O. Kane, J. Phys. Chem. Sol. 1 (1957)

DTA-SI-01

18



	IV STA p36
	IV STA p37



